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В настоящем сообщении представлены результаты изучения влияния 
оптической активности на процессы энергетического переноса при 
двухволновом взаимодействии на отражательной голографической ре-
шетке в кристалле Bi12SiO20 произвольного среза. Геометрия двухволно-
вого взаимодействия и теоретическая модель представлены в работе [1]. 

Показано, что оптическая активность оказывает деструктивное влия-
ние на процессы энергетического переноса при встречном двухволновом 
взаимодействии на отражательных решетках в кристалле Bi12SiO20 среза 
{100}. Без учета оптической активности в кристалле среза {100} при лю-
бой толщине кристалла достигается максимально возможная относи-
тельная интенсивность предметной волны. Учет оптической активности 
приводит к снижению максимальных значений и возникновению перио-
дичности в зависимости экстремальных значений относительной интен-
сивности предметной волны от толщины кристалла среза {100}. В ре-
зультате, кристалл среза {100} является выгодным при толщине мень-
шей 6.36 мм. 

Без учета оптической активности в кристалле среза {111} максималь-
но возможное значение относительной интенсивности предметной вол-
ны не достигается ни при каком значении толщины кристалла. При учете 
оптической активности за счет снижения относительной интенсивности 
предметной волны для кристаллов других срезов, кристаллы среза {111} 
становяться более «выгодными». При толщине кристалла, лежащей в 
интервале от 6.36 мм до 20 мм, максимальные значения относительной 

интенсивности  предметной волны в кристалле среза {111} превышают 
аналогичные значения для среза {100} и близки к максимально возмож-
ным значениям, выбранным путем анализа всех возможных срезов кри-
сталлов. Максимальные значения относительной интенсивности пред-
метной волны при толщине кристалла 8.06 мм и 16.12 мм достигаются 

либо в образцах срезов (111) , (111) , (111) , (111) , либо срезов (111) , 

(111) , (111) , (111) , что зависит от знака электрооптического коэффи-

циента и от взаимного расположения волновых векторов взаимодейст-
вующих волн относительно кристалла.  
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